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【はじめに】 酸化物半導体を用いた TFT は 1) 高移動度であり，2) 可視光に対して透明であ

る，という利点から，次世代のデバイス材料として期待されている．酸化物半導体 TFTは酸化物

を成膜する際の条件によって組成比と特性が変化するが，これを系統的に検討した例は少ない．

我々は，PLD 法でバイアス電圧を印加することにより組成比を精密に制御し，薄膜の品質向上化

を目指している．今回，バイアス電圧印加 PLD 法による ZnO 薄膜を用いてトップゲート構造の

TFTを作成し，I-V測定の結果から VI/II比の特性への影響を検討した． 

【実験方法】n
+
-Si(100)基板上に絶縁層として SiO2/SiNxを蒸着し，活性層である ZnO 薄膜を形

成した．PLD 装置内にはターゲットと基板間にグリッド電極を設置し，これにバイアス電圧を印

加して ZnO 薄膜を形成した．本実験では印加する PLD バイアス電圧を-100 V，0V，50V，100V

の 4条件とし，ZnO薄膜中の VI/II比を変えた．次にソース・ドレイン電極として Ti，ゲート絶縁

膜として SiO2/SiNx，ゲート電極として Cr/Auを蒸着した． 

【実験結果】図 1に PLDバイアス電圧+50Vで作成した TFTの I-V特性を示す．しきい電圧は

9.2V，電界効果移動度は 43.8cm
2
/Vs，キャリア濃度は 1.28×10

18
cm

-3が得られた．図 2 に各 PLD

バイアス電圧に対する電界効果移動度を示す．+50V において移動度が最大になった．図 3 に各

PLDバイアス電圧に対するキャリア濃度を示す．0Vにおいてキャリア濃度が最小になった．以上

より，PLD バイアス電圧 0V~+50V において ZnO 薄膜の組成が化学量論比 1:1 に近づき，移動度

が上昇し，キャリア濃度が減少したと考えられる． 
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